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【手続補正書】
【提出日】平成24年2月27日(2012.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的に書換可能な不揮発性のメモリセルが複数配列された第１および第２のメモリア
レイと、
　各前記メモリセルのデータ書換に必要な書換電圧を生成する第１の電源回路と、
　前記第１および第２のメモリアレイのデータ書換を指令する書換指令部と、
　第１の書換可能信号が活性化状態の場合に、前記書換指令部の指令に従って前記第１の
電源回路から前記第１のメモリアレイに前記書換電圧を供給する第１の電圧供給制御部と
、
　第２の書換可能信号が活性化状態の場合に、前記書換指令部の指令に従って前記第１の
電源回路から前記第２のメモリアレイに前記書換電圧を供給する第２の電圧供給制御部と
を備える、半導体装置。
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